
















































专利名称(译) 荧光体薄膜、其制造方法以及EL面板

公开(公告)号 CN100453618C 公开(公告)日 2009-01-21

申请号 CN02801297.6 申请日 2002-04-19

[标]申请(专利权)人(译) 东京电气化学工业株式会社

申请(专利权)人(译) TDK株式会社

当前申请(专利权)人(译) 伊菲雷知识产权公司

[标]发明人 矢野义彦
大池智之

发明人 矢野义彦
大池智之

IPC分类号 C09K11/62 H05B33/14 C09K11/77 H01J1/63

CPC分类号 H01J1/63 C09K11/7718 C09K11/7731 C09K11/7734

代理人(译) 王健

优先权 2001121591 2001-04-19 JP
2002030132 2002-02-06 JP

其他公开文献 CN1461336A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种高辉度、且由于色纯度良好而不需要采用滤波片、并且
辉度寿命长、特别适用于全色EL面板用的RGB的各元件的荧光体薄膜。
本发明的荧光体薄膜，包含母体材料和发光中心，母体材料为至少含有
碱土类元素、Ga和/或In、硫(S)、进而也可以含有Al的硫化物，或者除此
之外进一步含有氧(O)的氧硫化物，在母体材料中，当碱土类元素以A表
示，Ga、In和Al以B表示时，原子比B/A为B/A＝2.1～3.5。
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